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요약

화소부가 박막 트랜지스터 영역, 반사 영역 및 투과 영역으로 구분되는 반투과형 액정표시장치 및 그 제조방법이 개

시되어 있다. 박막 트랜지스터 영역의 기판 상에 게이트 전극이 형성된다. 게이트 전극을 포함한 기판 상에 형성된 게

이트 절연막이 형성되고, 게이트 전극 위의 게이트 절연막 상에 액티브 패턴이 형성된다. 박막 트랜지스터 영역 및 투

과 영역을 제외한 게이트 절연막 상에, 그 표면에 다수의 요철을 포함하는 유기 절연막이 형성된다. 액티브 패턴 상에 

소오스/드레인 전극이 형성되고, 반사 영역의 유기 절연막 상에 소오스/드레인 전극과 동일한 층으로 이루어진 반사 

전극이 형성된다. 투과 영역을 제외한 상기 소오스/드레인 전극, 반사 전극 및 유기 절연막 상에, 소오스 전극 또는 드

레인 전극 중의 어느 하나를 노출하는 콘택홀을 갖는 보호막이 형성된다. 보호막 상에는 콘택홀을 통해 소오스 전극 

또는 드레인 전극 중의 어느 하나와 접촉되는 투명 전극이 형성된다. 소오스/드레인 전극과 반사 전극을 동일한 층으

로 형성하여, 7매의 마스크로 반투과형 액정표시장치를 제조할 수 있다.

대표도

도 2

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 방법에 의한 반투과형 액정표시장치의 단면도이다.

도 2는 본 발명의 제1 실시예에 의한 반투과형 액정표시장치의 단면도이다.

도 3a 내지 도 3e는 본 발명의 제1 실시예에 의한 반투과형 액정표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들이다.

도 4a 내지 도 4d는 본 발명의 제2 실시예에 의한 반투과형 액정표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들이다.
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<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명〉

100 : 기판 102 : 게이트 전극

104 : 게이트 절연막 106 : 액티브 패턴

108 : 오믹 콘택 패턴 110 : 유기 절연막

112 : 요철 114 : 제1 개구부

116a, 116b : 소오스/드레인 전극

116c : 반사 전극 118 : 박막 트랜지스터

120 : 보호막 122 : 콘택홀

124 : 제2 개구부 126 : 투명 전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 마스크의 수를 줄일 수 있는 반투과형 액

정표시장치 및 그 제조방법에 관한 것이다.

액정표시장치는 전극이 형성되어 있는 두 장의 기판과 그 사이에 삽입되어 있는 액정층으로 이루어지며, 상기 전극에

전압을 인가하여 상기 액정층의 액정 분자들을 재배열시켜 투과되는 빛의 양을 조절하여 디스플레이 장치이다. 상기 

두 장의 기판에는 각각 전극이 형성되며, 각 전극에 인가되는 전압을 스위칭하기 위한 박막 트랜지스터(thin film tran

sistor; TFT)가 두 장의 기판 중 하나의 기판에 형성된다.

액정표시장치는 백라이트와 같은 광원을 이용하여 화상을 표시하는 투과형 액정표시장치와 자연광을 이용한 반사형 

액정표시장치로 구분될 수 있다. 투과형 액정표시장치의 경우, 건물 밖 등 주위의 조도가 높은 곳에서는 표시소자 자

체의 내장 광원, 즉 백라이트의 밝기가 태양 광과 같은 외부 광에 비해 현저히 낮기 때문에 그 밝기가 어둡게 보여 콘

트라스트가 낮아지게 된다. 이에 따라, 시인성이 저하되어 표시특성이 매우 나빠지게 된다.

이러한 문제를 해결하기 위해서 액정을 구동하기 위한 화소부를 투과 영역과 반사 영역으로 나눔으로써, 실내나 외부

광원이 존재하지 않는 어두운 곳에서는 표 시소자 자체의 내장 광원을 이용하여 디스플레이하는 투과 표시모드로 작

동하고 실외의 고조도 환경에서는 외부의 입사광을 반사시켜 디스플레이하는 반사 표시모드로 작동하는 반투과형 액

정표시장치가 개발되고 있다.

도 1은 종래 방법에 의한 반투과형 액정표시장치의 단면도로서, 하부-게이트(bottom-gate) 구조의 비정질실리콘 박

막 트랜지스터-액정표시장치를 도시한다.

도 1을 참조하면, 유리, 석영 또는 사파이어와 같은 절연 물질로 이루어진 기판(10) 상에 제1 금속막을 증착한 후, 제

1 마스크를 이용한 사진식각 공정으로 상기 제1 금속막을 패터닝하여 제1 방향으로 신장하는 게이트 라인(도시하지 

않음) 및 상기 게이트 라인으로부터 분기된 박막 트랜지스터의 게이트 전극(12)을 포함하는 게이트 배선을 형성한다.

상기 게이트 배선이 형성된 기판 상에 실리콘 질화물로 이루어진 게이트 절연막(14)을 증착하고, 그 위에 비정질실리

콘막 및 n + 도핑된 비정질실리콘막을 순차적으로 증착한다. 이어서, 제2 마스크를 이용한 사진식각 공정으로 상기 n
+ 도핑된 비정질실리콘막 및 비정질실리콘막을 연속적으로 패터닝하여 비정질실리콘막으로 이루어진 액티브 패턴(

16) 및 n + 도핑된 비정질실리콘막으로 이루어진 오믹 콘택 패턴(18)을 형성한다.
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상기 오믹 콘택 패턴(18) 및 게이트 절연막(14) 상에 제2 금속막을 증착한 후, 제3 마스크를 이용한 사진식각 공정으

로 상기 제2 금속막을 패터닝하여 상기 게이트 라인과 직교하는 제2 방향으로 신장하는 데이터 라인(도시하지 않음) 

및 상기 데이터 라인으로부터 분기된 박막 트랜지스터의 소오스/드레인 전극(20a, 20b)을 포함하는 데이터 배선을 

형성한다. 계속해서, 상기 소오스 전극(20a)과 드레인 전극(20b) 사이로 노출된 오믹 콘택 패턴(18)을 건식 식각하여 

박막 트랜지스터의 채널 영역을 형성한다.

상기 데이터 배선 및 게이트 절연막(14) 상에 층간 절연막 및 보호막으로 사용되는 실리콘 질화물로 이루어진 무기 

절연막(22)을 증착한 후, 그 위에 감광성 유기 절연막(24)을 형성한다. 이어서, 제4 마스크를 이용하여 유기 절연막(2

4)의 표면을 렌즈 노광한 후, 제5 마스크를 이용하여 드레인 전극(20b) 및 패드부의 유기 절연막(24)을 노광한다. 그

런 다음, 상기 유기 절연막(24)을 현상하여 상기 유기 절연막(24)의 표면에 광 산란을 위한 다수의 요철(26)을 형성함

과 동시에, 드레인 전극(20b)의 유기 절연막(24)을 제거한다. 상기 요철(26)은 약 5∼15°의 주경사도를 갖는다.

이어서, 제6 마스크를 이용한 사진식각 공정으로 상기 드레인 전극(20b) 위의 무기 절연막(22)을 제거하여 드레인 전

극(20b)을 노출하는 콘택홀(28)을 형성한 후, 후속 공정에서 증착되어질 ITO 박막과 상기 유기 절연막(24) 간의 접착

력을 향상시키기 위하여 아르곤(Ar) 플라즈마 처리를 실시한다.

결과물의 전면에 화소 전극으로 사용될 ITO 박막을 증착한 후, 제7 마스크를 이용한 사진식각 공정으로 상기 ITO 박

막을 패터닝하여 콘택홀(28)을 통해 드레인 전극(20b)과 접촉되는 투명 전극(30)을 형성한다.

상기 투명 전극(30)이 형성된 결과물의 전면에 화소 전극 및 반사판으로 사용될 금속막을 증착한 후, 제8 마스크를 이

용한 사진식각 공정으로 상기 금속막을 패터닝하여 상기 콘택홀(28)을 통해 드레인 전극(20b)과 전기적으로 연결되

고 그 하부의 투명 전극(30)을 노출하는 투과창(T 1 )을 갖는 반사 전극(32)을 형성한다.

상술한 종래 방법에 의하면, 총 8개의 마스크를 이용하여 반투과형 비정질실리콘 박막 트랜지스터-액정표시장치를 

제조한다. 마스크의 수가 늘수록 공정 비용과 공정 오류의 확률이 증가하여 제조 원가를 높이는 원인이 되므로, 반투

과형 비정질실리콘 박막 트랜지스터-액정표시장치를 제조하는 공정에서 마스크의 수를 줄일 수 있는 기술 개발이 절

실히 요구되고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 제1의 목적은 소오스/드레인 전극을 포함하는 데이터 배선과 반사 전극을 동일한 층으로 형성하여

마스크의 수를 줄일 수 있는 반투과형 액정표시장치를 제공하는데 있다.

본 발명의 제2의 목적은 소오스/드레인 전극을 포함하는 데이터 배선과 반사 전극을 동일한 층으로 형성하여 마스크

의 수를 줄일 수 있는 반투과형 액정표시장치의 제조방법을 제공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용

상술한 본 발명의 제1의 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 화소부가 박막 트랜지스터 영역, 반사 영역 및 투과 영역

으로 구분되는 반투과형 액정표시장치에 있어서, 상기 박막 트랜지스터 영역의 기판 상에 형성된 게이트 전극; 상기 

게이트 전극을 포함한 기판 상에 형성된 게이트 절연막; 상기 게이트 전극 위의 게이트 절연막 상에 형성된 액티브 패

턴; 상기 박막 트랜지스터 영역 및 투과 영역을 제외한 게이트 절연막 상에 형성되고, 그 표면에 다수의 요철을 포함

하는 유기 절연막; 상기 액티브 패턴 상에 형성된 소오스/드레인 전극; 상기 반사 영역의 유기 절연막 상에 상기 소오

스/드레인 전극과 동일한 층으로 형성된 반사 전극; 상기 투과 영역을 제외한 상기 소오스/드레인 전극, 반사 전극 및 

유기 절연막 상에 연속적으로 형성되고, 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나를 노출하는 콘택홀을 갖

는 보호막; 및 상기 콘택홀 및 보호막 상에 형성되고, 상기 콘택홀을 통해 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어

느 하나와 접촉되는 투명 전극을 구비하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치를 제공한다.

바람직하게는, 상기 투명 전극은 상기 보호막 및 유기 절연막이 형성되지 않은 투과 영역에서 상기 반사 전극과 접촉

된다.

상술한 제1의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 태양(aspect)에 의하면, 화소부가 박막 트랜지스터 영역, 반사 영

역 및 투과 영역으로 구분되는 반투과형 액정표시장치에 있어서, 상기 박막 트랜지스터 영역의 기판 상에 형성된 게

이트 전극; 상기 게이트 전극을 포함한 기판 상에 형성된 게이트 절연막; 상기 게이트 전극 위의 게이트 절연막 상에 

형성된 액티브 패턴; 상기 박막 트랜지스터 영역을 제외한 게이트 절연막 상에 형성되고, 그 표면에 다수의 요철을 포

함하는 유기 절연막; 상기 액티브 패턴 상에 형성된 소오스/드레인 전극; 상기 반사 영역의 유기 절 연막 상에 상기 소
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오스/드레인 전극과 동일한 층으로 형성된 반사 전극; 상기 소오스/드레인 전극, 반사 전극 및 유기 절연막 상에 연속

적으로 형성되고, 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나를 노출하는 콘택홀을 갖는 보호막; 및 상기 콘

택홀 및 보호막 상에 형성되고, 상기 콘택홀을 통해 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나와 접촉되는 

투명 전극을 구비하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치를 제공한다.

바람직하게는, 상기 반사 전극은 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나와 직접 연결되도록 형성된다.

상술한 본 발명의 제2의 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 화소부가 박막 트랜지스터 영역, 반사 영역 및 투과 영역

으로 구분되는 반투과형 액정표시장치의 제조방법에 있어서, 상기 박막 트랜지스터 영역의 기판 상에 게이트 전극을 

형성하는 단계; 상기 게이트 전극을 포함한 기판 상에 게이트 절연막을 형성하는 단계; 상기 게이트 전극 위의 게이트

절연막 상에 액티브 패턴을 형성하는 단계; 상기 액티브 패턴 및 게이트 절연막 상에 유기 절연막을 형성하는 단계; 

상기 유기 절연막의 표면에 다수의 요철을 형성함과 동시에, 상기 박막 트랜지스터 영역 및 투과 영역의 유기 절연막

을 제거하는 단계; 상기 액티브 패턴 상에 소오스/드레인 전극을 형성함과 동시에, 상기 반사 영역의 유기 절연막 상

에 반사 전극을 형성하는 단계; 상기 소오스/드레인 전극 및 반사 전극이 형성된 결과물의 전면에 보호막을 형성하는 

단계; 상기 보호막을 부분적으로 식각하여 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나를 노출하는 콘택홀을 

형성함과 동시에, 상기 투과 영역의 보호막을 제거하는 단계; 상기 콘택홀 및 보호막 상에, 상기 콘택홀을 통해 상기 

소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나와 접촉되는 투명 전극을 형성하는 단계를 구비하는 것을 특징으로 하

는 반투과형 액정표시장치의 제조방법을 제공한다.

상술한 제2의 목적의 달성하기 위한 본 발명의 다른 태양에 의하면, 화소부가 박막 트랜지스터 영역, 반사 영역 및 투

과 영역으로 구분되는 반투과형 액정표시장치의 제조방법에 있어서, 상기 박막 트랜지스터 영역의 기판 상에 게이트 

전극을 형성하는 단계; 상기 게이트 전극을 포함한 기판 상에 게이트 절연막을 형성하는 단계; 상기 게이트 전극 위의

게이트 절연막 상에 액티브 패턴을 형성하는 단계; 상기 액티브 패턴 및 게이트 절연막 상에 유기 절연막을 형성하는 

단계; 상기 유기 절연막의 표면에 다수의 요철을 형성함과 동시에, 상기 박막 트랜지스터 영역 및 투과 영역의 유기 

절연막을 제거하는 단계; 상기 액티브 패턴 상에 소오스/드레인 전극을 형성함과 동시에, 상기 반사 영역의 유기 절연

막 상에 반사 전극을 형성하는 단계; 상기 소오스/드레인 전극 및 반사 전극이 형성된 결과물의 전면에 보호막을 형성

하는 단계; 상기 보호막을 부분적으로 식각하여 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나를 노출하는 콘택

홀을 형성하는 단계; 및 상기 콘택홀 및 보호막 상에, 상기 콘택홀을 통해 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어

느 하나와 접촉되는 투명 전극을 형성하는 단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법

을 제공한다.

본 발명에 의하면, 소오스/드레인 전극과 반사 전극을 동일한 층으로 형성함으로써, 반사 전극을 형성하기 위한 사진

식각 공정, 즉 포토레지스트 도포, 노광, 현상 및 식각 공정들을 생략한다.

따라서, 마스크의 수를 종래의 8매에서 7매로 줄이고 공정을 단순화함으로써, 생산성을 증가시키고 원가 절감을 달성

할 수 있다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하고자 한다.

실시예 1

도 2는 본 발명의 제1 실시예에 의한 반투과형 액정표시장치의 단면도로서, 화소부가 박막 트랜지스터 영역(TFT), 

반사 영역(R) 및 투과 영역(T)으로 구분되는 반투과형 액정표시장치를 도시한다.

도 2를 참조하면, 유리, 석영, 사파이어와 같은 절연 기판(100) 상에 크롬(Cr)/알루미늄-네오디뮴(AlNd)과 같은 제1 

금속막으로 이루어진 게이트 배선이 형성되어 있다. 상기 게이트 배선은 제1 방향으로 신장되는 게이트 라인(도시하

지 않음), 상기 게이트 라인으로부터 분기된 게이트 전극(102) 및 상기 게이트 라인의 끝단에 연결되어 게이트 전극(1

02a)에 주사 전압을 인가하기 위한 게이트 패드(도시하지 않음)를 포함한다.

상기 게이트 배선을 포함한 기판(100) 상에는 무기 절연물질, 예컨대 실리콘 질화물로 이루어진 게이트 절연막(104)

이 형성되어 있다. 상기 게이트 전극(102a) 위의 게이트 절연막(104) 상에는 비정질실리콘으로 이루어진 액티브 패턴

(106) 및 n + 로 도핑된 비정질실리콘으로 이루어진 오믹 콘택 패턴(108)이 순차적으로 적층되 어 있다.

박막 트랜지스터 영역(TFT) 및 투과 영역(T)을 제외한 게이트 절연막(104) 상에 그 표면에 다수의 요철(112)을 포함

하는 유기 절연막(110)이 형성되어 있다. 즉, 본 실시예에 있어서 상기 유기 절연막(110)은 반사 영역(R)에만 형성되

며, 투과 영역(T)의 유기 절연막(110)을 관통하는 제1 개구부(114)가 형성된다.

상기 유기 절연막(110) 상에는 제2 금속막으로 이루어진 데이터 배선이 형성되어 있다. 상기 데이터 배선은 상기 게
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이트 라인과 교차하는 제2 방향으로 신장되어 상기 게이트 라인과 함께 화소부를 구획하는 데이터 라인(도시하지 않

음), 상기 데이터 라인으로부터 분기되어 상기 액티브 패턴(106)의 제1 영역과 중첩되는 제1 전극(소오스 전극 또는 

드레인 전극)(116a) 및 상기 제1 영역과 대향되는 제2 영역과 중첩되는 제2 전극(드레인 전극 또는 소오스 전극)(116

b), 그리고 상기 데이터 라인의 끝단에 연결되어 상기 제1 전극으로 신호 전압을 인가하기 위한 데이터 패드(도시하지

않음)를 포함한다. 이하, 상기 제1 전극(116a)을 소오스 전극이라 하고, 상기 제2 전극(116b)을 드레인 전극이라 한

다. 따라서, 기판(100) 상의 박막 트랜지스터 영역(TFT)에 게이트 전극(102), 게이트 절연막(104), 액티브 패턴(106)

, 오믹 콘택 패턴(108), 소오스 전극(116a) 및 드레인 전극(116b)을 포함한 박막 트랜지스터(118)가 형성된다.

상기 유기 절연막(110) 상에는 상기 소오스/드레인 전극(116a, 116b)을 포함한 데이터 배선과 동일한 층으로 이루어

지고 반사판 및 화소 전극으로 사용되는 반사 전극(116c)이 형성되어 있다. 따라서, 소오스/드레인 전극(116a, 116b)

및 반사 전극(116c)으로 사용되는 제2 금속막은 반사율이 높은 물질로 형성하여야 한다. 바람직하게는, 상기 제2 금

속막은 알루미늄(Al), 알루미늄 합금(Al alloy), 은(Ag) 및 은 합금(Ag alloy)의 군에서 선택된 어느 하나의 단일층으

로 형성된다. 또는, 상기 제2 금속막은 크롬(Cr), 티타늄(Ti) 및 몰리텅스텐(MoW)의 군에서 선택된 어느 하나의 제1 

층 및 상기 제1 층 위에 적층되고 알루미늄(Al) 또는 은(Ag)으로 이루어진 제2 층을 포함하는 복합층으로 형성된다.

상기 데이터 배선, 반사 전극(116c) 및 유기 절연막(110) 상에는 실리콘 질화물과 같은 무기 절연물질로 이루어지고,

상기 드레인 전극(116b)을 노출하는 콘택홀(122)을 갖는 보호막(120)이 형성되어 있다. 본 실시예에 있어서, 상기 보

호막(120)은 투과 영역(T)을 제외한 영역, 즉 박막 트랜지스터 영역(TFT) 및 반사 영역(R)에 형성된다. 즉, 투과 영역

(T)의 보호막(120)을 관통하는 제2 개구부(124)가 투과 영역(T)의 유기 절연막(110)을 관통하는 상기 제1 개구부(1

14)에 상응하는 크기로 형성된다.

상기 콘택홀(122) 및 보호막(120) 상에는 상기 콘택홀(122)을 통해 상기 드레인 전극(116b)과 접촉되는 화소 전극용

투명 전극(126)이 형성된다. 또한, 도시하지는 않았으나, 패드부의 보호막(120) 상에는 상기 투명 전극(126)과 동일

한 층으로 형성된 게이트 패드 전극 및 데이터 패드 전극이 형성된다.

화소 전극은 박막 트랜지스터(118)로부터 화상 신호를 받아 컬러 필터 기판의 전극(도시하지 않음)과 함께 전기장을 

생성하는 역할을 하므로, 박막 트랜지스터(118)의 드레인 전극(116b)과 전기적으로 연결되어야 한다. 따라서, 소오스

/드레 인 전극(116a, 116c)과 동일한 층으로 형성되는 반사 전극(116c)을 화소 전극으로 사용하기 위해서, 상기 반사

전극(116c)을 드레인 전극(116b)과 연결시키거나 투명 전극(126)과 연결시켜야 한다. 본 실시예에 의하면, 상기 투

명 전극(126)을 상기 보호막(120) 및 유기 절연막(110)이 형성되지 않은 투과 영역(T)에서 반사 전극(116c)과 접촉

시킴으로써 상기 반사 전극(116c)을 드레인 전극(116b)과 전기적으로 연결시킨다. 즉, 상기 투명 전극(126)은 투과 

영역(T)의 유기 절연막(110) 및 보호막(120)을 관통하는 제1 및 제2 개구부(114, 124) 의 내 측벽 및 바닥 면을 따라

연속적으로 형성됨으로써, 상기 제1 및 제2 개구부(114, 124)를 통해 반사 전극(116c)과 접촉된다.

도 3a 내지 도 3e는 본 발명의 제1 실시예에 의한 반투과형 액정표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들이다.

도 3a를 참조하면, 유리, 석영 또는 세라믹과 같은 절연 물질로 이루어진 기판(100) 상에 약 500Å의 크롬(Cr) 및 약 

2500Å의 알루미늄-네오디뮴(AlNd)으로 이루어진 제1 금속막을 증착한 후, 제1 마스크를 이용한 사진식각 공정으로

상기 제1 금속막을 패터닝하여 제1 방향으로 신장되는 게이트 라인(도시하지 않음), 상기 게이트 라인으로부터 분기

된 게이트 전극(102) 및 상기 게이트 라인의 끝단에 연결되어 게이트 전극(102)에 주사 전압을 인가하기 위한 게이트

패드(도시하지 않음)를 포함하는 게이트 배선을 형성한다.

상기 게이트 배선이 형성된 기판(100)의 전면에 실리콘 질화물을 플라즈마 화학기상증착(plasma-enhanced chemic

al vapor deposition; PECVD) 방법에 의해 약 4500Å의 두께로 증착하여 게이트 절연막(104)을 형성한다.

상기 게이트 절연막(104) 상에 액티브층으로서, 예컨대 비정질실리콘막을 PECVD 방법에 의해 약 2000Å의 두께로 

증착하고, 그 위에 오믹 콘택층으로서, 예컨대 n + 도핑된 비정질실리콘막을 PECVD 방법에 의해 약 500Å의 두께

로 증착한다. 이때, 상기 액티브층 및 오믹 콘택층은 PECVD 설비의 동일 챔버 내에서 인-시튜(in-situ)로 증착한다. 

이어서, 제2 마스크를 이용한 사진식각 공정으로 상기 막들을 패터닝하여 게이트 전극(102) 위의 게이트 절연막(104)

상에 비정질실리콘막으로 이루어진 액티브 패턴(106) 및 n + 도핑된 비정질실리콘막으로 이루어진 오믹 콘택 패턴(

108)을 형성한다.

그런 다음, 상기 오믹 콘택 패턴(108) 및 게이트 절연막(104) 상에 감광성 유기물질을 도포하여 유기 절연막(110)을 

형성한다.

도 3b를 참조하면, 제3 마스크를 이용한 노광 공정으로 상기 유기 절연막(110)의 표면을 렌즈 노광한 후, 제4 마스크

를 이용하여 박막 트랜지스터 영역(TFT) 및 투과 영역(T)의 유기 절연막(110)을 노광한다. 이어서, 테트라메틸-수산

화암모늄(TMAH) 현상액을 이용하여 상기 유기 절연막(110)을 현상한다. 그러면, 상기 유기 절연막(110)의 표면에 
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광 산란을 위한 다수의 요철(112)이 형성됨과 동시에, 박막 트랜지스터 영역(TFT) 및 투과 영역(T)의 유기 절연막(1

10)이 제거된다. 바람직하게는, 상기 요철(112)은 약 5∼15°의 주경사도를 갖는다. 여기서, 상기 투과 영역(T)의 유

기 절연막(110)을 제거한 부분이 제1 개구부(114)가 된다.

도 3c를 참조하면, 상기 결과물의 전면에 제2 금속막을 1500∼4000Å 정도의 두께로 증착한 후, 제5 마스크를 이용

한 사진식각 공정으로 제2 금속막을 패터닝하여 데이터 배선을 형성한다. 상기 데이터 배선은 상기 게이트 라인에 직

교하는 데이터 라인(도시하지 않음), 상기 데이터 라인으로부터 분기되는 소오스 전극(116a) 및 드레인 전극(116b), 

그리고 상기 데이터 라인의 끝단에 연결되어 상기 소오스 전극(116a)에 신호 전압을 인가하기 위한 데이터 패드(도시

하지 않음)를 포함한다.

이와 동시에, 반사 영역(R)의 유기 절연막(110) 상에 상기 제2 금속막으로 이루어진 반사 전극(116c)을 형성한다. 상

기 반사 전극(116c)은 반사판 및 화소 전극으로 이용된다.

그런 다음, 상기 소오스 전극(116a)과 드레인 전극(116b) 사이의 노출된 오믹 콘택 패턴(110)을 반응성 이온 식각(re

active ion etching; RIE) 방법에 의해 제거해낸다. 그러면, 상기 소오스 전극(116a)과 드레인 전극(116b) 사이의 노

출된 액티브 영역이 박막 트랜지스터(118)의 채널 영역으로 제공된다.

도 3d를 참조하면, 상술한 바와 같이 데이터 배선 및 반사 전극(116c)이 형성된 결과물의 전면에 실리콘 질화물과 같

은 무기 절연물질을 약 2000Å의 두께로 증착하여 보호막(120)을 형성한다. 상기 보호막(120)은 트랜지스터 및 패드

의 신뢰성을 확보하고 COG 본딩시 집적회로 부위의 접착력을 향상시키는 역할을 한다.

이어서, 제6 마스크를 이용한 사진식각 공정으로 상기 보호막(120)을 부분적으로 식각하여 드레인 전극(116b)을 노

출하는 콘택홀(122)을 형성함과 동시에, 투과 영역(T)의 보호막(120)을 제거하여 제2 개구부(124)를 형성한다. 이와

동시에, 도시하지는 않았으나, 상기 게이트 패드 및 데이터 패드를 각각 노출시키는 제1 및 제2 패드 콘택홀들을 형성

한다. 바람직하게는, 상기 제2 개구부(124)는 투과 영역(T)의 유기 절연막(110)을 관통하는 제1 개구부(114)에 상응

하는 크기로 형성된다.

도 3e를 참조하면, 상기 콘택홀(122)이 형성된 결과물의 전면에 ITO 또는 IZO와 같은 투명 도전막을 증착한 후, 제7 

마스크를 이용한 사진식각 공정으로 상기 투명 도전막을 패터닝하여 상기 콘택홀(122)을 통해 드레인 전극(116b)과 

접촉되는 화소 전극용 투명 전극(126)을 형성한다. 이와 동시에, 도시하지는 않았으나, 패드부의 보호막(120) 상에 

상기 투명 도전막으로 이루어진 게이트 패드 전극 및 데이터 패드 전극을 형성한다.

본 실시예에 있어서, 상기 투명 전극(126)은 투과 영역(T)의 유기 절연막(110) 및 보호막(120)을 관통하는 제1 및 제

2 개구부(114, 124) 의 내 측벽 및 바닥 면을 따라 연속적으로 형성됨으로써, 상기 제1 및 제2 개구부(114, 124)를 

통해 반사 전극(116c)과 접촉된다. 따라서, 상기 반사 전극(116c)은 상기 투명 전극(126)을 통해 드레인 전극(116b)

과 전기적으로 연결된다.

상술한 바와 같이 본 발명의 제1 실시예에 의하면, 반사 전극(116c)을 소오스/드레인 전극(116a, 116b)과 동일한 층

으로 형성함으로써, 반사 전극(116c)을 형성하기 위한 사진식각 공정을 생략한다. 따라서, 마스크의 수를 종래의 8매

에서 7매로 줄이고, 포토레지스트막의 도포, 노광 및 현상을 포함하는 하나의 사진 공정과 하나의 식각 공정이 생략되

므로 공정을 단순화할 수 있다.

상술한 제1 실시예에 의한 반투과형 액정표시장치는, 투과 영역(T)에서의 셀 갭(즉, 컬러 필터 기판과 박막 트랜지스

터 기판 사이에 형성되는 액정층의 두께)이 반사 영역(R)의 셀 갭보다 큰 이중 셀 갭의 광학 모드를 갖는다. 또한, 투

과 영역(T)과 반사 영역(R)이 고정되어 있으므로, 투과 영역(T)과 반사 영역(R) 별로 광 특성을 최적화시킬 수 있다.

실시예 2

도 4a 내지 도 4d는 본 발명의 제2 실시예에 의한 반투과형 액정표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들로서,

화소부가 박막 트랜지스터 영역(TFT), 반사 영역(R) 및 투과 영역(T)으로 구분되는 반투과형 액정표시장치를 도시한

다.

도 4a를 참조하면, 제1 실시예의 도 3a에서 설명한 바와 동일하게 두 매의 마스크를 이용하여 게이트 전극(102)을 포

함한 게이트 배선, 게이트 절연막(104), 액티브 패턴(106) 및 오믹 콘택 패턴(108)을 형성한 후, 상시 결과물의 전면

에 감광성 유기물질을 도포하여 유기 절연막(110)을 형성한다.

이어서, 제3 마스크를 이용한 노광 공정으로 유기 절연막(110)의 표면을 렌즈 노광한 후, 제4 마스크를 이용하여 박

막 트랜지스터 영역(TFT)의 유기 절연막(110)을 노광한다. 그런 다음, 테트라메틸-수산화암모늄(TMAH) 현상액을 
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이용하여 상기 유기 절연막(110)을 현상한다. 그러면, 상기 유기 절연막(110)의 표면에 광 산란을 위한 다수의 요철(

112)이 형성됨과 동시에, 박막 트랜지스터 영역(TFT)의 유기 절연막(110)이 제거된다. 즉, 본 실시예에 있어서, 상기

유기 절 연막(110)은 박막 트랜지스터 영역(TFT)을 제외한 반사 영역(R) 및 투과 영역(T)에 형성된다.

도 4b를 참조하면, 상기 유기 절연막(110)을 포함한 결과물의 전면에 제2 금속막을 1500∼4000Å 정도의 두께로 증

착한 후, 제5 마스크를 이용한 사진식각 공정으로 상기 제2 금속막을 패터닝하여 소오스/드레인 전극(116a, 116b)을

포함하는 데이터 배선을 형성한다. 이와 동시에, 상기 반사 영역(R)의 유기 절연막(110) 상에 상기 제2 금속막으로 이

루어진 반사 전극(116c)을 형성한다. 상기 반사 전극(116d)은 반사판 및 화소 전극으로 이용되며, 박막 트랜지스터로

부터 화상 신호를 전달받기 위하여 상기 드레인 전극(116b)과 직접 연결되도록 형성된다.

바람직하게는, 상기 제2 금속막은 알루미늄(Al), 알루미늄 합금(Al alloy), 은(Ag) 및 은 합금(Ag alloy)의 군에서 선

택된 어느 하나의 단일층으로 형성된다. 또는, 상기 제2 금속막은 크롬(Cr), 티타늄(Ti) 및 몰리텅스텐(MoW)의 군에

서 선택된 어느 하나의 제1 층 및 상기 제1 층 위에 적층되고 알루미늄(Al) 또는 은(Ag)으로 이루어진 제2 층을 포함

하는 복합층으로 형성된다.

이와 같이 소오스/드레인 전극(116a, 116b) 및 반사 전극(116c)을 형성한 다음, 상기 소오스 전극(116a)과 드레인 

전극(116b) 사이의 노출된 오믹 콘택 패턴(110)을 제거하여 박막 트랜지스터(118)의 채널 영역을 형성한다.

도 4c를 참조하면, 상술한 바와 같이 박막 트랜지스터(118) 및 반사 전극(116c)이 형성된 결과물의 전면에 실리콘 질

화물과 같은 무기 절연물질을 2000Å 정도의 두께로 증착하여 보호막(120)을 형성한다. 상기 보호막(120)은 트랜지

스 터 및 패드의 신뢰성을 확보하고 COG 본딩시 집적회로 부위의 접착력을 향상시키는 역할을 한다.

이어서, 제6 마스크를 이용한 사진식각 공정으로 상기 보호막(120)을 부분적으로 식각하여 드레인 전극(116b)을 노

출하는 콘택홀(122)을 형성한다.

도 4d를 참조하면, 상기 콘택홀(122) 및 보호막(120) 상에 ITO 또는 IZO와 같은 투명 도전막을 증착한 후, 제7 마스

크를 이용한 사진식각 공정으로 상기 투명 도전막을 패터닝하여 상기 콘택홀(122)을 통해 드레인 전극(116b)과 전기

적으로 연결되는 화소 전극용 투명 전극(126)을 형성한다.

상술한 제1 실시예에서는 상기 투명 전극(126)이 투과 영역(T)의 유기 절연막(110) 및 보호막(120)을 관통하는 제1 

및 제2 개구부(114, 124)를 통해 반사 전극(116c)과 접촉시킴으로써 반사 전극(116c)과 박막 트랜지스터의 드레인 

전극(116b)을 전기적으로 연결시킨다. 이에 반하여, 제2 실시예에서는 유기 절연막(110) 및 보호막(120)이 투과 영

역(T) 위에도 형성되기 때문에, 상기 반사 전극(116c)을 드레인 전극(116d)과 직접 연결시킨다.

상술한 본 발명의 제2 실시예에 의하면, 반사 전극(116c)을 소오스/드레인 전극(116a, 116b)과 동일한 층으로 형성

함으로써, 마스크의 수를 종래의 8매에서 7매로 줄일 수 있다.

상술한 제2 실시예에 의한 반투과형 액정표시장치는, 투과 영역(T)에서의 셀 갭이 반사 영역(R)의 셀 갭과 동일한 단

일 셀 갭의 광학 모드를 갖는다. 또한, 투과 영역(T)과 반사 영역(R)이 고정되어 있지 않기 때문에, 데이터 배선용 마

스크만 변경시키면 투과 영역(T)이나 반사 영역(R)을 원하는 크기로 변경시킬 수 있다.

발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명에 의하면, 소오스/드레인 전극과 반사 전극을 동일한 층으로 형성함으로써, 반사 전극을 형

성하기 위한 사진식각 공정, 즉 포토레지스트 도포, 노광, 현상 및 식각 공정들을 생략한다.

따라서, 마스크의 수를 종래의 8매에서 7매로 줄이고 공정을 단순화함으로써, 생산성을 증가시키고 원가 절감을 달성

할 수 있다.

상술한 바와 같이, 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만 해당 기술분야의 숙련된 당업자라면 하기의 

특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변

경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
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화소부가 박막 트랜지스터 영역, 반사 영역 및 투과 영역으로 구분되는 반투과형 액정표시장치에 있어서,

상기 박막 트랜지스터 영역의 기판 상에 형성된 게이트 전극;

상기 게이트 전극을 포함한 기판 상에 형성된 게이트 절연막;

상기 게이트 전극 위의 게이트 절연막 상에 형성된 액티브 패턴;

상기 박막 트랜지스터 영역 및 투과 영역을 제외한 게이트 절연막 상에 형성되고, 그 표면에 다수의 요철을 포함하는 

유기 절연막;

상기 액티브 패턴 상에 형성된 소오스/드레인 전극;

상기 반사 영역의 유기 절연막 상에 상기 소오스/드레인 전극과 동일한 층으로 형성된 반사 전극;

상기 투과 영역을 제외한 상기 소오스/드레인 전극, 반사 전극 및 유기 절연막 상에 연속적으로 형성되고, 상기 소오

스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나를 노출하는 콘택홀을 갖는 보호막; 및

상기 콘택홀 및 보호막 상에 형성되고, 상기 콘택홀을 통해 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나와 접

촉되는 투명 전극을 구비하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치.

청구항 2.
제1항에 있어서, 상기 투명 전극은 상기 보호막 및 유기 절연막이 형성되지 않은 투과 영역에서 상기 반사 전극과 접

촉된 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치.

청구항 3.
제1항에 있어서, 상기 소오스/드레인 전극 및 반사 전극은 알루미늄, 알루미늄 합금, 은 및 은 합금의 군에서 선택된 

어느 하나의 단일층으로 이루어진 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치.

청구항 4.
제1항에 있어서, 상기 소오스/드레인 전극 및 반사 전극은 크롬, 티타늄 및 몰리텅스텐의 군에서 선택된 어느 하나의 

제1 층 및 상기 제1 층 위에 적층되고 알루미늄 또는 은으로 이루어진 제2 층을 포함하는 복합층으로 이루어진 것을 

특징으로 하는 반투과형 액정표시장치.

청구항 5.
제1항에 있어서, 상기 보호막은 무기 절연물질로 이루어진 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치.

청구항 6.
화소부가 박막 트랜지스터 영역, 반사 영역 및 투과 영역으로 구분되는 반투과형 액정표시장치에 있어서,

상기 박막 트랜지스터 영역의 기판 상에 형성된 게이트 전극;

상기 게이트 전극을 포함한 기판 상에 형성된 게이트 절연막;

상기 게이트 전극 위의 게이트 절연막 상에 형성된 액티브 패턴;

상기 박막 트랜지스터 영역을 제외한 게이트 절연막 상에 형성되고, 그 표면에 다수의 요철을 포함하는 유기 절연막;

상기 액티브 패턴 상에 형성된 소오스/드레인 전극;

상기 반사 영역의 유기 절연막 상에 상기 소오스/드레인 전극과 동일한 층으로 형성된 반사 전극;

상기 소오스/드레인 전극, 반사 전극 및 유기 절연막 상에 연속적으로 형성되고, 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 

중의 어느 하나를 노출하는 콘택홀을 갖는 보호막; 및

상기 콘택홀 및 보호막 상에 형성되고, 상기 콘택홀을 통해 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나와 접

촉되는 투명 전극을 구비하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치.
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청구항 7.
제6항에 있어서, 상기 반사 전극은 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나와 직접 연결되도록 형성된 것

을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치.

청구항 8.
화소부가 박막 트랜지스터 영역, 반사 영역 및 투과 영역으로 구분되는 반투과형 액정표시장치의 제조방법에 있어서,

상기 박막 트랜지스터 영역의 기판 상에 게이트 전극을 형성하는 단계;

상기 게이트 전극을 포함한 기판 상에 게이트 절연막을 형성하는 단계;

상기 게이트 전극 위의 게이트 절연막 상에 액티브 패턴을 형성하는 단계;

상기 액티브 패턴 및 게이트 절연막 상에 유기 절연막을 형성하는 단계;

상기 유기 절연막의 표면에 다수의 요철을 형성함과 동시에, 상기 박막 트랜지스터 영역 및 투과 영역의 유기 절연막

을 제거하는 단계;

상기 액티브 패턴 상에 소오스/드레인 전극을 형성함과 동시에, 상기 반사 영역의 유기 절연막 상에 반사 전극을 형성

하는 단계;

상기 소오스/드레인 전극 및 반사 전극이 형성된 결과물의 전면에 보호막을 형성하는 단계;

상기 보호막을 부분적으로 식각하여 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나를 노출하는 콘택홀을 형성함

과 동시에, 상기 투과 영역의 보호막을 제거하는 단계;

상기 콘택홀 및 보호막 상에, 상기 콘택홀을 통해 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나와 접촉되는 투

명 전극을 형성하는 단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법.

청구항 9.
제8항에 있어서, 상기 유기 절연막의 표면에 다수의 요철을 형성함과 동시에, 상기 박막 트랜지스터 영역 및 투과 영

역의 유기 절연막을 제거하는 단계는 두 개의 마스크를 이용한 두 번의 노광 공정과 한 번의 현상 공정으로 이루어지

는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법.

청구항 10.
제8항에 있어서, 상기 소오스/드레인 전극 및 반사 전극은 알루미늄, 알루미 늄 합금, 은 및 은 합금의 군에서 선택된 

어느 하나의 단일층으로 형성하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법.

청구항 11.
제8항에 있어서, 상기 소오스/드레인 전극 및 반사 전극은 크롬, 티타늄 및 몰리텅스텐의 군에서 선택된 어느 하나의 

제1 층 및 상기 제1 층 위에 적층되고 알루미늄 또는 은으로 이루어진 제2 층을 포함하는 복합층으로 형성하는 것을 

특징으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법.

청구항 12.
제8항에 있어서, 상기 보호막은 무기 절연물질로 형성하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법.

청구항 13.
화소부가 박막 트랜지스터 영역, 반사 영역 및 투과 영역으로 구분되는 반투과형 액정표시장치의 제조방법에 있어서,

상기 박막 트랜지스터 영역의 기판 상에 게이트 전극을 형성하는 단계;

상기 게이트 전극을 포함한 기판 상에 게이트 절연막을 형성하는 단계;

상기 게이트 전극 위의 게이트 절연막 상에 액티브 패턴을 형성하는 단계;

상기 액티브 패턴 및 게이트 절연막 상에 유기 절연막을 형성하는 단계;
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상기 유기 절연막의 표면에 다수의 요철을 형성함과 동시에, 상기 박막 트랜지스터 영역의 유기 절연막을 제거하는 

단계;

상기 액티브 패턴 상에 소오스/드레인 전극을 형성함과 동시에, 상기 반사 영역의 유기 절연막 상에 반사 전극을 형성

하는 단계;

상기 소오스/드레인 전극 및 반사 전극이 형성된 결과물의 전면에 보호막을 형성하는 단계;

상기 보호막을 부분적으로 식각하여 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나를 노출하는 콘택홀을 형성하

는 단계; 및

상기 콘택홀 및 보호막 상에, 상기 콘택홀을 통해 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나와 접촉되는 투

명 전극을 형성하는 단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법.

청구항 14.
제13항에 있어서, 상기 유기 절연막의 표면에 다수의 요철을 형성함과 동시에, 상기 박막 트랜지스터 영역의 유기 절

연막을 제거하는 단계는 두 개의 마스크를 이용한 두 번의 노광 공정과 한 번의 현상 공정으로 이루어지는 것을 특징

으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법.

청구항 15.
제13항에 있어서, 상기 반사 전극은 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나와 직접 연결되도록 형성하는 

것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법.
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专利名称(译) 半透射型液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 KR1020040070716A 公开(公告)日 2004-08-11

申请号 KR1020030006896 申请日 2003-02-04

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

[标]发明人 YOON JOOSUN
윤주선
CHOO KYOSEOP
추교섭

发明人 윤주선
추교섭

IPC分类号 G02F1/136

CPC分类号 G02F1/133345 G02F1/133555 G02F1/1343 G02F1/1362 G02F2001/133519 G02F2203/09

代理人(译) PARK，YOUNG WOO

其他公开文献 KR100913305B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

公开了一种半透射型液晶显示装置，其中像素被分类为TFT区域，反射
区域和透射区域及其制造方法。栅电极形成在TFT区域的基板上。形成
在包括栅电极的基板上形成的栅极绝缘层。有源图案形成在栅电极上方
的栅极绝缘层上。除了TFT区域和透射区域之外，在栅极绝缘层的表面
中形成包括多个凹凸的有机绝缘膜。在有源图案上形成由在源/漏电极的
反射区域的有机绝缘膜上的诸如源/漏电极的层构成的反射电极。除了透
射区域之外，形成具有暴露源/漏电极上的源电极或漏电极中的任何一个
的接触孔的保护膜，以及反射电极和有机绝缘膜。通过保护膜或漏电极
上的接触孔与源电极中的任何一个接触的透明电极形成。源/漏电极和反
射电极形成在同一层中。半透射型液晶显示装置可以用每个掩模7制造。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/37773fcd-25e0-48d7-b810-e9601550102f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037358939/publication/KR20040070716A?q=KR20040070716A

